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摘要  (Y,Gd)Al3(BO3)4属于三角晶系，具有R32的空间群，掺入Ce3+，Tb3+杂质后，其晶格结构没有变化。

(Y,Gd)Al3(BO3)4:Tb随着Gd3+摩尔浓度增大，基质吸收带红移。Gd3+和Tb3+之间存在着很有效的能量传

递。Gd3+摩尔浓度在一定范围内(0～0.75 mol)增大时，样品在120～300 nm光谱范围内的激发强度均是增

强的;但是，Gd3+浓度过高造成Gd3+的发射增强，GdAl3(BO3)4:Tb在120～240 nm光谱范围内激发强度很

明显下降。(Y,Gd)Al3(BO3)4:Ce, Tb在真空紫外激发下，发现Tb3+的发光明显的被Ce3+猝灭。  

关键词   (Y,Gd)Al3(BO3)4   PDP(等离子平板显示器)   VUV(真空紫外),猝灭    
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